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를 이용한 태양전지용 재생웨이퍼의Micro blaster

표면 개선에 관한 연구
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최근 태양전지 연구에서 저가격화를 실현하는 방법 중 하나로 폐 실리콘 웨이퍼를 재생하는

방법에 관하여 많은 연구가 진행되고 있다 그러나 기존 웨이퍼 재생공정은 높은 재처리 비용과.
복잡한 공정등의 많은 단점을 가지고 있다 챔버 내에 압축된 공기나 가스에 의해 가속된 미세.
파우더들이 재료와 충돌하면서 식각하는 기계적 건식 식각 공정 기술이라고 할 수 있는 micro

공정을 이용하면 기존 재생공정보다 낮은 재처리 비용과 간단한 공정으로 재생웨이퍼를blaster
제작할 수 있다 하지만 이러한 공정은 식각 후 표면에 많은 과 을 형성. micro blaster particle crack
시켜 태양전지용으로 사용하기에 단점을 가진다 본 연구에서는 이러한 를 이용한. micro blaster
태양전지용 재생 웨이퍼를 제작하기 위해 폐 실리콘 웨이퍼의 표면 물질을 식각하고 식각 후,
충돌에 의해 발생된 표면의 과 을 공정으로 제거하는particle crack DRE(Damage Remove Etching)
연구를 진행 하였다 먼저 폐 실리콘 웨이퍼와 같은 표면을 형성하기 위하여 시편 표면에 각각.
Al(2000 ), Si3N4(3000 ), SiO2 을 형성하고 의 파우더 크기 압력(1 ), AZ1512(1 ) micro blaster , ,
스캔 속도 등의 공정 조건에 따라 폐 실리콘 웨이퍼 표면 물질을 식각하였다 식각 후 폐 실리콘.
웨이퍼의 식각된 깊이와 표면 물질 잔량을 측정하고 폐 실리콘 웨이퍼의 표면에 과, particle

요철이 형성되어 있는지를 확인하였다 그 결과 폐 실리콘 웨이퍼에 형성된 물질의 두께crack, .
이상으로 식각되었으며 표면 물질의 잔량이 남아 있지 않았고 표면에 많은 과, , particle crack,
요철이 형성되었다 표면에 형성된 요철은 유지하면서 많은 과 을 제거하기 위하여. particle crack

공정 후 공정으로 표면 개선이 필요하였다 이때 남겨진 요철은 입사광량을micro blaster DRE .
증가시키고 표면 반사율을 감소시켜 태양전지내의 흡수하는 빛의 양을 증가시키는 태양전지,

공정 효과로 작용하게 된다 표면에 남은 과 을 완전히 제거하면서 요철은texturing . particle crack
유지할 수 있게 용액의 농도와 시간에 따른 식각 정도를 측정하였다 공정 후 표면HNA . DRE

과 이 완전히 제거되어 표면이 개선됨을 확인하였다 를 이용하여 폐particle crack . Micro blaster
실리콘 웨이퍼의 표면을 식각하고 공정으로 표면을 개선함으로써 태양전지용 기판으로의, DRE
재생 가능성을 확인하였다.
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